
常圧で活性化熱処理した Mg注入 GaN層のホール効果測定 

Hall-effect measurements of Mg implanted GaN layers annealed at standard pressure 
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[はじめに] 縦型 GaN MOSFET 実現に向けては、コスト、信頼性の観点から p 型層をイオン注入

で形成するのが好ましい。我々はこれまでに、Mg注入層に Nを連続注入することで pn接合耐圧

が向上することを報告した[1]。今回はこのイオン注入層の電気特性評価として、ホール特性の温

度依存性を取得した結果を報告する。なお、ホール測定には安定したコンタクトの形成が必要で

あり、今回、コンタクト層として p+エピ層を用いる構造を検討し評価を実施した。 

[実験方法] p+エピ([Mg]=3E19 cm-3、0.5μm)/ n-GaNエピ(Nd=1E16 cm-3、4μm)/+c面 n-GaN 自立基板

上にマスクを形成し、一部領域を深さ 1μmドライエッチングして p+エピを除去し、n-GaN エピを

露出させた。マスクを再形成した後に 10～240keV の加速エネルギーで 1.3×1014 cm-2の Mg を選

択注入した。Mg 注入後、N を連続注入した。AlN 保護膜を形成し、常圧の N2雰囲気で 1300℃5

分の活性化熱処理を行った。熱処理後のMgプロファイルは、約 3E18 cm-3で深さ約 300nmの BOX

状である。保護膜除去し、p+エピ上に Ni/Au 電極を形成して Hall測定素子を作製した(図 1)。 

[結果] 図 2 に、ホール効果測定により求めたホール濃度の温度依存性を示す。なお、p 型層厚さ

は 300nm と仮定して濃度を求めた。また図 2 には、p 型エピ層のホール測定結果を併せて示した

[2]。Mgイオン注入層の p型電導およびホール濃度の温度依存性が明確に確認され、Mg濃度 3.9E17 

cm-3の p 型エピ層と低温側でほぼ同等であった。図 3 に、ホール移動度の温度依存性を示す。移

動度は室温で約 16 cm2/Vsと、エピ層より少し小さい値であった。詳細は当日議論する。 
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  Fig.1. Schematic of the hall 

measurement structure 

  Fig.2. Temperature dependence 

of hole concentration 

  Fig.3. Temperature dependence 

of hole mobility 
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